
?N STY TUT TECHNOLOGII ELEKTRONOW EJ

FO TODIO DA LAW I MOWA BPYP 53F

Fotodioda lawinowa BPYP 5SF optymalizowana .jest do zastosowania 
w dalmierzach optoelektronicznych pracujących dla A-O,8 - 0 , 9  jum« 
Charakteryzuje się bardzo dużym wzmocnieniem i dużą szybkością 
działania.
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ELEKTRYCZNA PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Jedn.
Varto ść

Warunki pomiaruparametru min. typ. max.'

Napięcie
•.-/steczne UR V 100 200 230 G dla I,T =

= 3*10“12a’*Hz“1//2
Ciemny prąd
wsteczny IR0 nA - 5 100 Gp = 100
Wzmocnienie
sygnału GP 100 400 - ITvI=3'10“12A'FIz~1//2
Napięcie prze
bicia lawinowego U(3R) V — 220 260 IR = 1 /jA
Czułość na pro-
mi enicwan i e mc no-

A/W 'c hromatyćzhe
* sx 20 27 — G = 100 p

Po.jemnosć £ = 1 MHz
całkowita Ctct pE 2 2,5 UR = 100 V
Czas narastania/
opadania impulsu 
prądu .fotoelek-

tr/tf
. Rl = 5 00

trycznego ns — »■» 2 X - 900 nm
Współczynnik tera
peraturowy napię -

y /kcia przebicia k t
"

*** 0,9 IR = 1 yA
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